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第 2 章では、研究背景として、カルコゲナイド材料である Ge2Sb2Te5合金、および、[(GeTe)2/(Sb2Te3)1]n
超格子の相転移特性、ならびに、[(GeTe)2/(Sb2Te3)1]n 超格子の光学特性について述べ、加えて、表面プ
ラズモンポラリトンの物理的性質や、時間領域差分（FDTD）法の基礎的知識について記述している。 
第 3 章では、GST-SL 多層膜を用いて作製した、光パルス照射により相転移する単スリット型光導波デ




電磁場分布を解析した結果、SET 化に伴う透過率の減少が GST-SL の消衰係数の低下に伴うスリット内
部へのモード閉じ込め性能の低減に起因することを見出している。 











伝搬方向の長さ 5μmの GST-SL セルを包埋したデバイスを作製している。作製したデバイスにおける
GST-SLの相転移動作を評価するため、0.5 – 5.0 Vの範囲で電圧が段階的に上昇する電圧パルス列（パ
ルス時間幅：500 ns、パルス繰り返しサイクル：1 kHz）を印加し、各パルスの電圧立ち下がり後の抵抗値を
測定している。その結果、典型的な計測例において、デバイスの抵抗値は測定開始時に RESET 相










伝搬電磁場の解析を行った結果について記述している。幅 2Tの誘電体（大気、n1 = 1）を半無限厚の複
素誘電体（GST-SL、n2）で挟んだ平面型積層構造に対し、TM および TE 偏光それぞれの固有モード方
程式の導出を行い、さらに幅 2T の範囲が光波長に対しサブ波長からマルチ波長の場合に対し TM、TE
偏光のモード固有解を数値解法によって求め、モードの空間分布の特徴を検討している。複素誘電体に
波長 1.55 μm 光に対する RESET 相 GST-SLの複素屈折率をあてはめた場合、TE 偏光では 2T が半波
長以下となる微小領域で固有解を持たないカットオフを呈するのに対し、TM偏光ではカットオフが生じず、
サブ波長幅の誘電体領域に電磁場が強く束縛され、GST-SL 内で急速に振幅が減衰する導波モードを























  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 理学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
 
